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АННОТАЦИЯ 
 

В курсе лекций рассмотрены основные темы курса «Физические основы 
микроэлектроники» такие как: законы распределения электронов в P области, в N области и в P-
N переходе. Рассмотрены полупроводниковые технологиях, которые используются в 
транзисторах.  

 
 
 
 
 
 
 

ANNOTATION 
 

The course of lectures addressed the main themes of the course "Physical fundamentals of 
microelectronics," such as distributions of electrons in the P region in the N region and in the P-N 
junction. Semiconductor technologies are considered, which are used in transistors. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данный конспект лекций составлен на основе лекционного курса, читаемого в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана на кафедре иу4 преподавателем Гавриловым В. Е. Курс лекций рекомендован к 

выполнению текущих аттестационных мероприятий и подготовки к экзамену по предмету 

«Физические основы микроэлектроники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

1 ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
ВЫВОДЫ 

 
В курсе лекций рассмотрены основные темы курса «Физические основы 

микроэлектроники» такие как: законы распределения электронов в P области, в N области и в P-

N переходе. Рассмотрены полупроводниковые технологиях, которые используются в 

транзисторах.  

Данный конспект лекций составлен на основе лекционного курса, читаемого в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана на кафедре иу4 преподавателем Гавриловым В. Е. Курс лекций рекомендован к 

выполнению текущих аттестационных мероприятий и подготовки к экзамену по предмету 

«Физические основы микроэлектроники». 
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